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(54)【発明の名称】 液晶表示装置及びその製造方法

(57)【要約】
【課題】  製造に際して配線にヒロックが発生せず、か
つエッチング形状の制御が容易な液晶表示装置を提供す
ること。
【解決手段】  本発明の液晶表示装置は、基板上にマト
リクス配置された走査線と、信号線と、前記走査線及び
信号線に接続される薄膜トランジスタと、前記薄膜トラ
ンジスタに接続される画素電極とを有する液晶表示装置
において、前記走査線が下層からアルミニウム－ネオジ
ム合金層と高融点金属層との積層構造からなり、前記信
号線が下層から高融点金属層とアルミニウム－ネオジム
合金層と高融点金属層との３層構造からなり、高融点金
属の種類に応じて、ネオジム含有量を調整することを特
徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板上にマトリクス配置された走査線
と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜
トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画
素電極とを有する液晶表示装置において、前記走査線が
下層からアルミニウム－ネオジム合金層と高融点金属層
とを積層した構造からなり、前記信号線が下層から高融
点金属層とアルミニウム－ネオジム合金層と高融点金属
層とを積層した３層構造からなることを特徴とする液晶
表示装置。
【請求項２】  前記高融点金属がクロム、チタン、タン
タル及びニオブからなる群から選択される金属、又はク
ロム、チタン、タンタル及びニオブからなる群から選択
される金属を主体とする合金であり、前記アルミニウム
－ネオジム合金中のネオジム含有量が０．０１質量％以
上１質量％以下であることを特徴とする請求項１記載の
液晶表示装置。
【請求項３】  前記高融点金属がモリブデン、タングス
テン及び窒化チタンからなる群から選択される金属、又
はモリブデン、タングステン及び窒化チタンからなる群
から選択される金属を主体とする合金であり、前記アル
ミニウム－ネオジム合金中のネオジム含有量が０．５質
量％以上１質量％以下であることを特徴とする請求項１
記載の液晶表示装置。
【請求項４】  基板上にマトリクス配置された走査線
と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜
トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画
素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前
記基板上に下層からアルミニウム－ネオジム合金層と高
融点金属層とを積層し、当該積層構造をウェットエッチ
ングでパターニングすることにより前記走査線を形成す
ることを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項５】  基板上にマトリクス配置された走査線
と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜
トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画
素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前
記基板上に下層から高融点金属層とアルミニウム－ネオ
ジム合金層と高融点金属層とを３層に積層して形成し、
当該積層構造をウェットエッチングでパターニングする
ことにより前記信号線を形成することを特徴とする液晶
表示装置の製造方法。
【請求項６】  前記高融点金属をモリブデンまたはモリ
ブデンを主体とする合金で形成することを特徴とする請
求項４又は５に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項７】  前記走査線または前記信号線のパターニ
ングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェットエッチン
グで行い、前記混酸の組成を質量％比で、燐酸７２：硝
酸４．４～５．４：酢酸８、または燐酸７４：硝酸４．
２～５．２：酢酸６とすることを特徴とする請求項４～
請求項６のいずれか１項に記載の液晶表示装置の製造方
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法。
【請求項８】  前記走査線または前記信号線のパターニ
ングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェットエッチン
グで行い、前記ウェットエッチングをシャワー処理、も
しくはパドル処理またはディップ処理とシャワー処理を
組み合わせて行うことを特徴とする請求項４～請求項７
のいずれか１項に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項９】  基板上にマトリクス配置された走査線
と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜
トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画
素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前
記基板上に下層からアルミニウム－ネオジム合金層と高
融点金属層とを積層して形成し、当該積層構造を少なく
ともドライエッチングを含んでパターニングすることに
より前記走査線を形成することを特徴とする液晶表示装
置の製造方法。
【請求項１０】  基板上にマトリクス配置された走査線
と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続される薄膜
トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続される画
素電極とを有する液晶表示装置の製造方法において、前
記基板上に下層から高融点金属層とアルミニウム－ネオ
ジム合金層と高融点金属層とを３層に積層して形成し、
当該積層構造を少なくともドライエッチングを含んでパ
ターニングすることにより前記信号線を形成することを
特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項１１】  前記高融点金属をクロムまたはクロム
を主体とする合金で形成し、前記アルミニウム－ネオジ
ム合金中のネオジム含有量を０．０１質量％以上１質量
％以下に形成することを特徴とする請求項９又は１０に
記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１２】  前記走査線のパターニングを、クロム
層またはクロムを主体とする合金層をウェットエッチン
グで行い、アルミニウム－ネオジム合金層をドライエッ
チングで順次行うことを特徴とする請求項９又は１１に
記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１３】  前記信号線のパターニングを、上層の
クロム層またはクロムを主体とする合金層をウェットエ
ッチングで行い、アルミニウム－ネオジム合金層をウェ
ットエッチングで行い、下層のクロム層またはクロムを
主体とする合金層をドライエッチングで順次行うことを
特徴とする請求項１０又は１１に記載の液晶表示装置の
製造方法。
【請求項１４】  前記信号線のパターニング時に信号線
上に形成されるマスクとなるフォトレジストの形状を、
テーパー角が３０゜以上５５゜以下となるように形成す
ることを特徴とする請求項１３に記載の液晶表示装置の
製造方法。
【請求項１５】  前記ドライエッチングを塩素及び酸素
ガス中で行い、下層のクロム層またはクロムを主体とす
る合金層のエッチングと同時に前記フォトレジストをア
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ッシングして後退させることで、上層のクロム層または
クロムを主体とする合金層を後退させることを特徴とす
る請求項１３又は１４に記載の液晶表示装置の製造方
法。
【請求項１６】  前記走査線または前記信号線のパター
ニングをドライエッチングにより行うことを特徴とする
請求項９～請求項１１のいずれか１項に記載の液晶表示
装置の製造方法。
【請求項１７】  前記高融点金属をモリブデンまたはモ
リブデンを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム
－ネオジム合金をネオジム含有量を０．５質量％以上１
質量％以下に形成することを特徴とする請求項９又は１
０に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項１８】  前記信号線のパターニングを、上層の
モリブデン層またはモリブデンを主体とする合金層をウ
ェットエッチングで行い、アルミニウム－ネオジム合金
層を途中までウェットエッチングで行い、残りのアルミ
ニウム－ネオジム合金層と下層のモリブデン層またはモ
リブデンを主体とする合金層とをドライエッチングで順
次行うことを特徴とする請求項１０又は１７に記載の液
晶表示装置の製造方法。
【請求項１９】  前記走査線または前記信号線のパター
ニングをドライエッチングにより行うことを特徴とする
請求項９、１０又は１７のいずれか１項に記載の液晶表
示装置の製造方法。
【請求項２０】  前記高融点金属をチタン、タンタル、
ニオブの何れか、またはチタン、タンタル、ニオブの何
れかを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム－ネ
オジム合金中のネオジム含有量を０．０１質量％以上１
質量％以下に形成することを特徴とする請求項９又は１
０に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２１】  前記高融点金属をタングステン、窒化
チタンの何れか、またはタングステン、窒化チタンの何
れかを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム－ネ
オジム合金中のネオジム含有量を０．５質量％以上１質
量％以下に形成することを特徴とする請求項９又は１０
に記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項２２】  前記走査線または前記信号線のパター
ニングをドライエッチングにより行うことを特徴とする
請求項９、１０、２０又は２１のいずれか１項に記載の
液晶表示装置の製造方法。
【請求項２３】  前記画素電極を透明導電膜で形成し、
前記透明導電膜のパターニングをシュウ酸によるウェッ
トエッチングにより行うことを特徴とする請求項４～請
求項２２のいずれか１項に記載の液晶表示装置の製造方
法。
【請求項２４】  前記透明導電膜をインジウム錫酸化膜
で形成し、前記インジウム錫酸化膜の成膜を非加熱かつ
水を含有させた不活性ガス中で行い、その際の水の分圧
を２×１０-3ｐａ以上５×１０-2ｐａ以下とすることを*
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*特徴とする請求項２３に記載の液晶表示装置の製造方
法。
【請求項２５】  前記透明導電膜をインジウム亜鉛酸化
膜で形成することを特徴とする請求項２３に記載の液晶
表示装置の製造方法。
【請求項２６】  前記薄膜トランジスタのソース、ドレ
イン電極を形成する際の不純物半導体層のパターニング
をフッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩酸を除く塩素
系ガスによるドライエッチングにより行うことを特徴と
する請求項４～請求項２５のいずれか１項に記載の液晶
表示装置の製造方法。
【請求項２７】  前記薄膜トランジスタのソース、ドレ
イン電極を形成する際の不純物半導体層のパターニング
及び前記薄膜トランジスタの半導体層のパターニング
を、フッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩酸を除く塩
素系ガスによるドライエッチングにより行うことを特徴
とする請求項４～請求項２５のいずれか１項に記載の液
晶表示装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置及び
その製造方法に関するものであり、更に詳細には、配線
のパターニングが容易でヒロックの発生のないアクティ
ブマトリックス基板を容易に製造することのできる液晶
表示装置及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】従来の液晶表示装置に用いられるアクテ
ィブマトリックス基板は、成膜とマスクを用いたフォト
リソグラフィー、エッチング工程とを繰り返して製造さ
れる。この際、生産コストを低減させるためにはマスク
の数を少なくするのが好ましく、一般的に、５枚又は４
枚のマスクが用いられている。５枚のマスクを用いてア
クティブマトリックス基板を製造する方法としては、例
えば、特開平9-171197号公報及び特開平9-197433号公報
に開示されたものが知られている。また、４枚のマスク
を用いてアクティブマトリックス基板を製造する方法と
しては、例えば、特開2000-164886号公報に開示された
方法が知られている。
【０００３】また、アルミニウム（Ａｌ）はパターニン
グが容易で、基板との密着性に優れ、低比抵抗かつ低応
力な配線、電極材料であり、アクティブマトリックス基
板の製造に広く用いられている。しかし、融点が低いた
めに配線パターン形成後のＣＶＤプロセス、アニールプ
ロセス等の加熱処理によるヒロックが発生し、走査線と
信号線間で耐圧不良等が発生しやすい。このようなヒロ
ック発生を抑制するため、アクティブマトリックス基板
の配線、電極材料として、特にアルミニウムネオジム
（Ａｌ－Ｎｄ）合金が広く用いられている。前述したよ
うな、５枚又は４枚のマスクを用いてアクティブマトリ
ックス基板を製造する方法において、走査線や信号線に
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Ａｌ配線を適用する場合には、一般的に、Ａｌと透明導
電膜や半導体層とを電気的に接続する際のバリアメタル
となる高融点金属をアルミニウムとの２層又は３層に積
層した配線が用いられる。
【０００４】アクティブマトリックス基板の配線にＡｌ
－Ｎｄ合金を用いる技術は、例えば、特開2000-275679
号公報、特開2000-47240号公報、特開2000-314897号公
報に開示された技術が知られている。特開2000-275679
号公報には、ゲート電極がＡｌ－Ｎｄ合金とその上に高
融点金属を積層した積層構造の液晶表示装置が示されて
いる。これによりヒロックの抑制とパターニングプロセ
スの簡略化が可能となる。Ａｌ－Ｎｄ合金と高融点金属
の積層膜のエッチングにはウェットエッチングが用いら
れている。また、特開2000-47240号公報には、走査線と
信号線の少なくとも一方に、Ｎｄ含有量が１～４．５質
量％の範囲のＡｌ－Ｎｄ合金を用い、配線端部の形状の
テーパー角を４０゜～５５゜にした液晶表示装置が示さ
れている。これにより、下部配線の段差上での絶縁膜の
被覆をよくし、上部配線と下部配線のショート等の不良
を低減が可能となる。ここでは、Ａｌ－Ｎｄ合金及びＡ
ｌ－Ｎｄ合金と高融点金属の２層構造の積層膜のエッチ
ングには、それぞれウェットエッチングが用いられてい
る。高融点金属とＡｌ－Ｎｄ合金と高融点金属の３層構
造の積層膜のエッチング方法については、何も述べられ
ていない。また、特開2000-314897号公報には、配線が
下層から順に積層する高融点金属とＡｌまたはＡｌ合金
の２層構造、もしくは高融点金属とＡｌまたはＡｌ合金
と高融点金属の３層構造であり、ＡｌまたはＡｌ合金の
側面がアルミナ層で被覆されている液晶表示装置が示さ
れている。これによりヒロックの抑制とパターニングプ
ロセスの簡略化が可能となる。ここでは、高融点金属は
純Ｃｒ、Ｃｒ合金、純Ｍｏ、Ｍｏ合金に限定される。ま
た、Ａｌ合金はＴｉ、Ｔａ、Ｎｄ、Ｙ、Ｌａ、Ｓｍ、Ｓ
ｉの１種以上を０．１～１原子％含んでいる。高融点金
属とＡｌ－Ｎｄ合金の２層構造の積層膜及び高融点金属
とＡｌ－Ｎｄ合金と高融点金属の３層構造の積層膜のエ
ッチングには、それぞれウェットエッチングが用いられ
ている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】前述した従来の特開20
00-275679号公報、特開2000-47240号公報、特開2000-31
4897号公報のように、Ａｌ（合金）と高融点金属との積
層配線のパターニングをウェットエッチングで行うとＡ
ｌ配線が溶かされて配線形状の制御が困難である。従っ
て、Ａｌと高融点金属との積層配線のパターニングには
ドライエッチングが用いられるのが一般的である。しか
し、配線材料としてヒロック抑制のために、特にＮｄ濃
度を上げたＡｌ－Ｎｄ合金を用いた場合、ドライエッチ
ングを用いると、エッチング残渣が発生するため、パタ
ーニングが困難になり、短縮プロセスを採用したアクテ
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ィブマトリックス基板への適用が困難であるという問題
がある。一方、ウェットエッチングを用いると、高融点
金属としてクロム（Ｃｒ）を用いた場合、下層のＡｌや
Ｃｒにサイドエッチが入りやすく、また、高融点金属と
してモリブデン（Ｍｏ）を用いた場合にも、下層のＡｌ
やＭｏにサイドエッチが入りやすくなり、一括エッチン
グを行うことは困難である。
【０００６】更に、上記の特開平9-171197号公報、特開
平9-197433号公報、特開2000-164886号公報のようなパ
ッシベーション膜上に画素電極を形成する逆スタガ型の
薄膜トランジスタアレイ基板では、信号線にＡｌ配線を
用いた場合、画素電極となる透明導電膜のエッチングを
王水やヨウ化水素、塩化鉄系等のエッチング液を用いて
行うと、パッシベーション膜の欠陥部からエッチング液
がしみ込み、Ａｌ配線を溶かしてしまい、信号線の断線
が発生しやすくなる。前述した特開2000-314897号公報
では、Ａｌ（合金）層の側面がアルミナ層で被覆されて
いるため、この問題は緩和されるが、Ａｌ（合金）の酸
化のためのベーマイト処理が必要となり、工程数が増え
る。また、エッチング液のしみ込みは上層の高融点金属
膜の柱状結晶構造の結晶粒界を通しても起こるので信号
線の断線が完全に抑制できない。信号線の断線を防止す
るためには、通常Ａｌを侵さないシュウ酸によるエッチ
ングが行われている。シュウ酸を用いてエッチングを行
う場合は、残渣の発生を防止するため、透明導電膜（イ
ンジウム錫酸化膜：ＩＴＯ）の成膜は、非加熱でかつ水
（Ｈ

2
Ｏ）を含有させて行う必要があるが、水を含有さ

せると透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗が
増大するという問題がある。
【０００７】従って、アクティブマトリックス基板の製
造に際して、配線形状の制御が容易で、信号線の断線や
透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗の増大を
抑制できる低抵抗配線及び短縮プロセスを適用したアク
ティブマトリックス基板の製造方法が望まれていた。
【０００８】本発明の目的は、製造に際して配線にヒロ
ックが発生せず、エッチング残渣が少なく、配線形状の
制御が容易でかつ信号線の断線や透明導電膜と下層の金
属膜とのコンタクト抵抗の増大を抑制できるアクティブ
マトリックス基板を用いた液晶表示装置及びその製造方
法を提供することである。
【０００９】
【課題を解決するための手段】前記課題を解決するた
め、本出願の請求項１に記載の発明の液晶表示装置は、
基板上にマトリクス配置された走査線と、信号線と、前
記走査線及び信号線に接続される薄膜トランジスタと、
前記薄膜トランジスタに接続される画素電極とを有する
液晶表示装置において、前記走査線が下層からアルミニ
ウム－ネオジム合金層と高融点金属層との積層構造から
なり、前記信号線が下層から高融点金属層とアルミニウ
ム－ネオジム合金層と高融点金属層との３層構造からな
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7
ることを特徴としている。
【００１０】また、本出願の請求項２に記載の発明は、
請求項１に記載の液晶表示装置において、前記高融点金
属がクロム、チタン、タンタル及びニオブからなる群か
ら選択される金属、又はクロム、チタン、タンタル及び
ニオブからなる群から選択される金属を主体とする合金
であり、前記アルミニウム－ネオジム合金中のネオジム
含有量が０．０１質量％以上１質量％以下であることを
特徴としている。
【００１１】また、本出願の請求項３に記載の発明は、
請求項１に記載の液晶表示装置において、前記高融点金
属がモリブデン、タングステン及び窒化チタンからなる
群から選択される金属、又はモリブデン、タングステン
及び窒化チタンからなる群から選択される金属を主体と
する合金であり、前記アルミニウム－ネオジム合金中の
ネオジム含有量が０．５質量％以上１質量％以下である
ことを特徴としている。かかる構成とすることにより、
配線にヒロックが発生せず、エッチング形状制御の容易
な液晶表示装置となる。
【００１２】また、本出願の請求項４に記載の発明の液
晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置され
た走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続さ
れる薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続
される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法にお
いて、前記基板上に下層からアルミニウム－ネオジム合
金層と高融点金属層とを積層し、当該積層構造をウェッ
トエッチングでパターニングすることにより前記走査線
を形成することを特徴としている。
【００１３】また、本出願の請求項５に記載の発明の液
晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置され
た走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続さ
れる薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続
される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法にお
いて、前記基板上に下層から高融点金属層とアルミニウ
ム－ネオジム合金層と高融点金属層とを３層に積層して
形成し、当該積層構造をウェットエッチングでパターニ
ングすることにより前記信号線を形成することを特徴と
している。
【００１４】また、本出願の請求項６に記載の発明は、
請求項４又は５に記載の液晶表示装置の製造方法におい
て、前記高融点金属をモリブデンまたはモリブデンを主
体とする合金で形成することを特徴としている。
【００１５】また、本出願の請求項７に記載の発明は、
請求項４～請求項６のいずれか１項に記載の液晶表示装
置の製造方法において、前記走査線または前記信号線の
パターニングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェット
エッチングで行い、前記混酸の組成を質量％比で、燐酸
７２：硝酸４．４～５．４：酢酸８、または燐酸７４：
硝酸４．２～５．２：酢酸６とすることを特徴としてい
る。
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【００１６】また、本出願の請求項８に記載の発明は、
請求項４～請求項７のいずれか１項に記載の液晶表示装
置の製造方法において、前記走査線または前記信号線の
パターニングを燐酸と硝酸と酢酸の混酸によるウェット
エッチングで行い、前記ウェットエッチングをシャワー
処理、もしくはパドル処理またはディップ処理とシャワ
ー処理を組み合わせて行うことを特徴としている。かか
る構成とすることにより、高融点金属にモリブデンまた
はモリブデンを主体とする合金を用いた場合、エッチン
グ形状制御の容易な液晶表示装置を製造することができ
る。
【００１７】また、本出願の請求項９に記載の発明の液
晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置され
た走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続さ
れる薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接続
される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法にお
いて、前記走査線を下層からアルミニウム－ネオジム合
金層と高融点金属層とを積層して形成し、前記走査線の
パターニングを少なくともドライエッチングを含んで行
うことを特徴としている。
【００１８】また、本出願の請求項１０に記載の発明の
液晶表示装置の製造方法は、基板上にマトリクス配置さ
れた走査線と、信号線と、前記走査線及び信号線に接続
される薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタに接
続される画素電極とを有する液晶表示装置の製造方法に
おいて、前記信号線を下層から高融点金属層とアルミニ
ウム－ネオジム合金層と高融点金属層とを３層に積層し
て形成し、前記信号線のパターニングを少なくともドラ
イエッチングを含んで行うことを特徴としている。
【００１９】また、本出願の請求項１１に記載の発明
は、請求項９又は１０に記載の液晶表示装置の製造方法
において、前記高融点金属をクロムまたはクロムを主体
とする合金で形成し、前記アルミニウム－ネオジム合金
中のネオジム含有量を０．０１質量％以上１質量％以下
に形成することを特徴としている。
【００２０】また、本出願の請求項１２に記載の発明
は、請求項９又は１１に記載の液晶表示装置の製造方法
において、前記走査線のパターニングを、クロム層また
はクロムを主体とする合金層をウェットエッチングで行
い、アルミニウム－ネオジム合金層をドライエッチング
で順次行うことを特徴としている。
【００２１】また、本出願の請求項１３に記載の発明
は、請求項１０又は１１に記載の液晶表示装置の製造方
法において、前記信号線のパターニングを、上層のクロ
ム層またはクロムを主体とする合金層をウェットエッチ
ングで行い、アルミニウム－ネオジム合金層をウェット
エッチングで行い、下層のクロム層またはクロムを主体
とする合金層をドライエッチングで順次行うことを特徴
としている。
【００２２】また、本出願の請求項１４に記載の発明
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9
は、請求項１３に記載の液晶表示装置の製造方法におい
て、前記信号線のパターニング時に信号線上に形成され
るマスクとなるフォトレジストの形状を、テーパー角が
３０゜以上５５゜以下となるように形成することを特徴
としている。
【００２３】また、本出願の請求項１５に記載の発明
は、請求項１３又は１４に記載の液晶表示装置の製造方
法において、前記ドライエッチングを塩素及び酸素ガス
中で行い、下層のクロム層またはクロムを主体とする合
金層のエッチングと同時に前記フォトレジストをアッシ
ングして後退させ、上層のクロム層またはクロムを主体
とする合金層も後退させることを特徴としている。
【００２４】また、本出願の請求項１６に記載の発明
は、請求項９～請求項１１のいずれか１項に記載の液晶
表示装置の製造方法において、前記走査線または前記信
号線のパターニングをドライエッチングにより行うこと
を特徴としている。かかる構成とすることにより、高融
点金属にクロムまたはクロムを主体とする合金を用いた
場合、配線にヒロックが発生せず、エッチング残渣が少
なく、かつ形状制御の容易な液晶表示装置を製造するこ
とができる。
【００２５】また、本出願の請求項１７に記載の発明
は、請求項９又は１０に記載の液晶表示装置の製造方法
において、前記高融点金属をモリブデンまたはモリブデ
ンを主体とする合金で形成し、前記アルミニウム－ネオ
ジム合金をネオジム含有量を０．５質量％以上１質量％
以下に形成することを特徴としている。
【００２６】また、本出願の請求項１８に記載の発明
は、請求項１０又は１７に記載の液晶表示装置の製造方
法において、前記信号線のパターニングを、上層のモリ
ブデン層またはモリブデンを主体とする合金層をウェッ
トエッチングで行い、アルミニウム－ネオジム合金層を
途中までウェットエッチングで行い、残りのアルミニウ
ム－ネオジム合金層と下層のモリブデン層またはモリブ
デンを主体とする合金層とをドライエッチングで順次行
うことを特徴としている。
【００２７】また、本出願の請求項１９に記載の発明
は、請求項９、１０又は１７のいずれか１項に記載の液
晶表示装置の製造方法において、前記走査線または前記
信号線のパターニングをドライエッチングにより行うこ
とを特徴としている。かかる構成とすることにより、高
融点金属にモリブデンまたはモリブデンを主体とする合
金を用いた場合、配線にヒロックが発生せず、エッチン
グ残渣が少なく、かつ形状制御の容易な液晶表示装置を
製造することができる。
【００２８】また、本出願の請求項２０に記載の発明
は、請求項９又は１０に記載の液晶表示装置の製造方法
において、前記高融点金属をチタン、タンタル、ニオブ
の何れかまたはチタン、タンタル、ニオブの何れかを主
体とする合金で形成し、前記アルミニウム－ネオジム合
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金中のネオジム含有量を０．０１質量％以上１質量％以
下に形成することを特徴としている。
【００２９】また、本出願の請求項２１に記載の発明
は、請求項９又は１０に記載の液晶表示装置の製造方法
において、前記高融点金属をタングステン、窒化チタン
の何れか、またはタングステン、窒化チタンの何れかを
主体とする合金で形成し、前記アルミニウム－ネオジム
合金中のネオジム含有量を０．５質量％以上１質量％以
下に形成することを特徴としている。
【００３０】また、本出願の請求項２２に記載の発明
は、請求項９、１０、２０又は２１のいずれか１項に記
載の液晶表示装置の製造方法において、前記走査線また
は前記信号線のパターニングをドライエッチングにより
行うことを特徴としている。かかる構成とすることによ
り、高融点金属にチタン、タンタル、、ニオブ、タング
ステン、窒化チタンの何れか、またはチタン、タンタ
ル、ニオブ、タングステン、窒化チタンの何れかを主体
とする合金を用いた場合、配線にヒロックが発生せず、
エッチング残渣が少なく、かつ形状制御の容易な液晶表
示装置を製造することができる。
【００３１】また、本出願の請求項２３に記載の発明
は、請求項４～請求項２２のいずれか１項に記載の液晶
表示装置の製造方法において、前記画素電極を透明導電
膜で形成し、前記透明導電膜のパターニングをシュウ酸
によるウェットエッチングで行うことを特徴としてい
る。
【００３２】また、本出願の請求項２４に記載の発明
は、請求項２３に記載の液晶表示装置の製造方法におい
て、前記透明導電膜をインジウム錫酸化膜で形成し、前
記インジウム錫酸化膜の成膜を非加熱かつ水を含有させ
た不活性ガス中で行い、その際の水の分圧を２×１０-3

ｐａ以上５×１０-2ｐａ以下とすることを特徴としてい
る。
【００３３】また、本出願の請求項２５に記載の発明
は、請求項２３に記載の液晶表示装置の製造方法におい
て、前記透明導電膜をインジウム亜鉛酸化膜で形成する
ことを特徴としている。かかる構成とすることにより、
信号線の断線が低減でき、透明導電膜の残渣がなく、か
つ透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗の増大
を防止し得る液晶表示装置を製造することができる。
【００３４】また、本出願の請求項２６に記載の発明
は、請求項４～請求項２５のいずれか１項に記載の液晶
表示装置の製造方法において、前記薄膜トランジスタの
ソース、ドレイン電極を形成する際の不純物半導体層の
パターニングをフッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩
酸を除く塩素系ガスによるドライエッチングにより行う
ことを特徴としている。
【００３５】また、本出願の請求項２７に記載の発明
は、請求項４～請求項２５のいずれか１項に記載の液晶
表示装置の製造方法において、前記薄膜トランジスタの
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ソース、ドレイン電極を形成する際の不純物半導体層の
パターニング及び前記薄膜トランジスタの半導体層のパ
ターニングを、フッ素系ガスもしくはフッ素系ガスと塩
酸を除く塩素系ガスによるドライエッチングにより行う
ことを特徴としている。かかる構成とすることにより、
信号線の腐食を防止し得る液晶表示装置を製造すること
ができる。
【００３６】以上のように、本発明は、Ａｌ－Ｎｄ合金
と高融点金属との積層配線を用いた逆スタガ型薄膜トラ
ンジスタアレイ基板を有する液晶表示装置及びその製造
方法において、高融点金属の種類に応じてＮｄ濃度を調
整することにより、ヒロックとエッチング残渣の発生を
共に抑制しつつ、同時に配線形状の制御を容易に行うこ
とが可能となる。
【００３７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の液晶表示装置につ
いて図面を参照して説明する。図１は本発明の液晶表示
装置に使用する薄膜トランジスタアレイ基板（ＴＦＴ基
板）の構成を示す概念図である。図１に示すように、Ｔ
ＦＴ基板１０には、透明絶縁性基板上に複数の走査線１
１と複数の信号線１２とがほぼ直交して配設され、その
交点近傍にこれらに接続されてスイッチング素子である
薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）１３が設けられ、これらが
マトリクス状に配置されている。また、走査線１１の端
部にはアドレス信号を入力する走査線端子１４が、信号
線１２の端部にはデータ信号を入力する信号線端子１５
がそれぞれ設けられている。
【００３８】次に、本発明の液晶表示装置の第１の実施
形態の構成について説明する。図２は、本発明の第１の
実施形態の液晶表示装置に使用するＴＦＴ基板の１画素
部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図であり、図
３は図２のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線に沿って切
って図示した断面図であり、本発明の液晶表示装置にお
いて用いられるＴＦＴ基板の製造工程を図示したもので
ある。なお、第１の実施形態は５枚のマスクを用いて製
造される逆スタガチャネルエッチ型ＴＦＴ基板を有する
液晶表示装置の例である。図２及び図３（ｅ）に示した
ＴＦＴ基板は、透明絶縁性基板３１上にゲート電極２１
と、ゲート電極２１に接続する走査線１１と、前段の走
査線を共有する蓄積容量電極２５と、遮光層２６と、走
査線端子１４の下層金属膜３２とが形成されており、ゲ
ート電極２１上にはゲート絶縁膜３３が設けられ、ゲー
ト絶縁膜３３上にゲート電極２１と対向して半導体層２
２が設けられ、半導体層２２上にソース電極２３及びド
レイン電極２４が分離されて形成されている。また、ソ
ース電極２３と、ドレイン電極２４と、ゲート絶縁膜３
３上に設けられたドレイン電極２４に接続する信号線１
２と、信号線端子１５の下層金属膜３４との上にはパッ
シベーション膜３５が設けられており、パッシベーショ
ン膜３５の一部に画素部コンタクトホール３６と端子部

12
コンタクトホール３７が設けられている。このコンタク
トホール３６、３７を介して、ソース電極２３に接続す
る画素電極２７と端子部の下層金属膜３２、３４に接続
する接続電極３８が設けられている。ここで、蓄積容量
電極２５と画素電極２７との間で保持容量が形成されて
いる。
【００３９】また、図３（ｅ）に示すように、本発明の
液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板においては、ゲー
ト電極２１、走査線１１（図示せず）が下層からＡｌ－
Ｎｄ合金層２１１と高融点金属層２１２との積層構造か
らなっている。また、ソース電極２３及びドレイン電極
２４、信号線１２は、下層から高融点金属層２３１とＡ
ｌ－Ｎｄ合金層２３２と高融点金属層２３３との積層構
造からなっている。
【００４０】本発明の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ
基板に用いられる高融点金属は、クロム（Ｃｒ）、チタ
ン（Ｔｉ）、タンタル（Ｔａ）、ニオブ（Ｎｂ）、モリ
ブデン（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）及びそれらを含む
合金からなる群から選択される。高融点金属がチタンで
ある場合は、高融点金属層は窒化チタン（ＴｉＮ）から
構成されてもよい。
【００４１】本発明の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ
基板におけるＡｌ－Ｎｄ合金中のＮｄ含有量はヒロック
防止とエッチング性の観点から最適値に調整する必要が
あり、高融点金属の種類に依存するものである。即ち、
高融点金属としてＣｒ、Ｔｉ、Ｔａ、Ｎｂの何れか又は
これらの何れかを主体とする合金を用いた場合は、Ａｌ
－Ｎｄ合金中のネオジム含有量は０．０１～１質量％で
あることが望ましい。また、高融点金属としてＭｏ、
Ｗ、ＴｉＮの何れか又はこれらの何れかを主体とする合
金を用いた場合は、Ａｌ－Ｎｄ合金中のネオジム含有量
は０．５～１質量％であることが望ましい。前述したＴ
ＦＴ基板は、容易にパターニングすることができるもの
であり、得られたＴＦＴ基板はヒロックの発生のないも
のである。
【００４２】次に、本発明の液晶表示装置の第２の実施
形態の構成について説明する。図４は、本発明の第２の
実施形態の液晶表示装置に使用するＴＦＴ基板の１画素
部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図であり、図
５は図４のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線に沿って切
って図示した断面図であり、本発明の液晶表示装置にお
いて用いられるＴＦＴ基板の製造工程を図示したもので
ある。なお、第２の実施形態は４枚のマスクを用いて製
造される逆スタガチャネルエッチ型ＴＦＴ基板を有する
液晶表示装置の例である。
【００４３】図４及び図５（ｄ）に示したＴＦＴ基板
は、透明絶縁性基板３１上にゲート電極２１と、ゲート
電極２１に接続する走査線１１と、前段の走査線を共有
する蓄積容量電極２５と、遮光層２６と、走査線端子１
４の下層金属膜３２とが形成されており、ゲート電極２
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１上にはゲート絶縁膜３３が設けられており、ゲート絶
縁膜３３上にゲート電極２１と対向して半導体層２２が
設けられ、半導体層２２上にソース電極２３及びドレイ
ン電極２４が分離されて形成されている。第１の実施形
態と異なるのは、ソース電極２３及びドレイン電極２４
が半導体層２２上に形成され、それぞれの端面が一致し
ていることである。また、ソース電極２３と、ドレイン
電極２４と、ゲート絶縁膜３３上に設けられたドレイン
電極２４に接続する信号線１２と、信号線端子部の金属
膜３４の上にはパッシベーション膜３５が設けられてお
り、パッシベーション膜３５の一部に画素部コンタクト
ホール３６と端子部コンタクトホール３７が設けられて
いる。このコンタクトホール３６、３７を介して、ソー
ス電極２３に接続する画素電極２７と端子部の下層金属
膜３２、３４に接続する接続電極３８が設けられてい
る。ここで、蓄積容量電極２５と画素電極２７との間で
保持容量が形成されている。
【００４４】また、図５（ｄ）に示すように、本発明の
液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板においては、ゲー
ト電極２１、走査線１１（図示せず）が下層からＡｌ－
Ｎｄ合金層２１１と高融点金属層２１２との積層構造か
らなっている。また、ソース電極２３及びドレイン電極
２４、信号線１２は、下層から高融点金属層２３１とＡ
ｌ－Ｎｄ合金層２３２と高融点金属層２３３との積層構
造からなっている。第２の実施形態の構成について、他
の点は第１の実施形態において説明したのと同様であ
る。
【００４５】次に、本発明の液晶表示装置の第３の実施
形態の構成について説明する。図７は、本発明の第３の
実施形態の液晶表示装置に使用するＴＦＴ基板の１画素
部及び走査線端子部、信号線端子部の平面図であり、図
８は図７のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線に沿って切
って図示した断面図であり、本発明の液晶表示装置にお
いて用いられるＴＦＴ基板の製造工程を図示したもので
ある。なお、第２の実施形態は５枚のマスクを用いて製
造される逆スタガチャネル保護型ＴＦＴ基板を有する液
晶表示装置の例である。
【００４６】図７及び図８（ｅ）に示したＴＦＴ基板
は、透明絶縁性基板３１上にゲート電極２１と、ゲート
電極２１に接続する走査線１１と、前段の走査線を共有
する蓄積容量電極２５と、遮光層２６と、走査線端子１
４の下層金属膜３２とが形成されており、ゲート電極２
１上にはゲート絶縁膜３３が設けられており、ゲート絶
縁膜３３上にゲート電極２１と対向して半導体層２２と
チャネル保護膜７１が設けられ、この上にソース電極２
３及びドレイン電極２４が分離されて形成されている。
チャネル保護膜が形成されていることが第２の実施形態
と異なる。また、ソース電極２３と、ドレイン電極２４
と、ゲート絶縁膜３３上に設けられたドレイン電極２４
に接続する信号線１２と、信号線端子１５部の下層金属
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膜３４の上にはパッシベーション膜３５が設けられてお
り、パッシベーション膜３５の一部に画素部コンタクト
ホール３６と端子部コンタクトホール３７が設けられて
いる。このコンタクトホール３６、３７を介して、ソー
ス電極２３に接続する画素電極２７と端子部の下層金属
膜３２、３４に接続する接続電極３８が設けられてい
る。ここで、蓄積容量電極２５と画素電極２７との間で
保持容量が形成されている。
【００４７】また、図８（ｅ）に示すように、本発明の
液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板においては、ゲー
ト電極２１、走査線１１（図示せず）が下層からＡｌ－
Ｎｄ合金層２１１と高融点金属層２１２との積層構造か
らなっている。また、ソース電極２３及びドレイン電極
２４、信号線１２は、下層から高融点金属層２３１とＡ
ｌ－Ｎｄ合金層２３２と高融点金属層２３３との積層構
造からなっている。第３の実施形態の構成について、他
の点は第１の実施形態において説明したのと同様であ
る。
【００４８】次に、本発明の液晶表示装置の製造方法に
ついて、図面を参照して詳細に説明する。まず、本発明
の第１の実施形態の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基
板の製造方法は、（１）透明絶縁性基板上にゲート電極
及び走査線を形成する工程、（２）ゲート絶縁膜、半導
体層を形成する工程、（３）ソース、ドレイン電極及び
信号線を形成する工程、（４）パッシベーション膜、コ
ンタクトホールを形成する工程、（５）画素電極を形成
する工程を有し、前記ゲート電極及び走査線をＡｌ－Ｎ
ｄ合金層と高融点金属層との積層構造に形成し、前記ソ
ース、ドレイン電極及び信号線を高融点金属層とＡｌ－
Ｎｄ合金層と高融点金属層との３層構造に形成すること
を特徴とする。
【００４９】本発明の液晶表示装置において用いられる
ＴＦＴ基板の製造方法の第１の実施例は、図３に示すよ
うに、まず、厚さ０．７ｍｍの無アルカリガラスからな
る透明絶縁性基板３１上に、スパッタにより厚さ約２０
０ｎｍのＡｌ－Ｎｄ合金層２１１と厚さ約１００ｎｍの
高融点金属層２１２を成膜し、フォトリソグラフィーと
エッチングにより、ゲート電極２１、走査線（図示せ
ず）、蓄積容量電極（図示せず）、遮光層（図示せ
ず）、走査線端子部の下層金属膜３２を形成する（図３
（ａ））。ここで、高融点金属は、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｔａ、
Ｎｂの何れか及びこれらの何れかの合金からなる群と、
Ｍｏ、Ｗ、ＴｉＮの何れか及びこれらの何れかの合金か
らなる群から選択される。前者の群から選択する場合
は、Ａｌ－Ｎｄ合金のＮｄ含有量は０．０１～１質量％
に調整し、後者の群から選択する場合は、Ａｌ－Ｎｄ合
金のＮｄ含有量は０．５～１質量％に調整する。エッチ
ングの方法については後述する。
【００５０】次に、プラズマＣＶＤにより厚さ約４００
ｎｍのシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜３３と厚さ
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約２００ｎｍのアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）層２
２１と厚さ約３０ｎｍのリンをドープしたＮ型アモルフ
ァスシリコン（ｎ+ａ－Ｓｉ）層２２２とを順次成膜
し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、半導体
層２２を形成する（図３（ｂ））。
【００５１】次に、スパッタにより厚さ約５０ｎｍの高
融点金属層２３１と厚さ２００ｎｍのＡｌ－Ｎｄ合金層
２３２と厚さ約１００ｎｍの高融点金属層２３３を順次
成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、ソ
ース電極２３、ドレイン電極２４、信号線１２、信号線
端子部の下層金属膜３４を形成する（図３（ｃ））。こ
こで、高融点金属とＡｌ－Ｎｄ合金のＮｄ含有量につい
ては、前述した通りである。次に、ソース電極２３とド
レイン電極２４との間のｎ+ａ－Ｓｉ層２２２をエッチ
ングして除去する。このエッチングは、ソース、ドレイ
ン電極形成時のフォトレジストをマスクにして行っても
よいし、フォトレジストを剥離した後、ソース、ドレイ
ン電極をマスクにして行ってもよい。エッチングの方法
は、例えば、６フッ化硫黄（ＳＦ

6
）と塩素（Ｃｌ

2
）と

水素（Ｈ
2
）との混合ガスによるエッチングや３フッ化

メタン（ＣＨＦ
3
）と酸素（Ｏ

2
）とヘリウム（Ｈｅ）の

混合ガスとＳＦ
6
とＨｅの混合ガスによる２ステップエ

ッチング等、フッ素系ガス又はフッ素系ガスと塩酸（Ｈ
Ｃｌ）を除く塩素系ガスにより行われる。エッチングは
プラズマエッチ（ＰＥモード）でもリアクタィブイオン
エッチ（ＲＩＥモード）でもどちらで行ってもよい。Ｈ
Ｃｌを用いないことにより、Ａｌ－Ｎｄ合金のコロージ
ョンを防止することができることがわかった。走査線と
信号線のエッチング方法については後述する。
【００５２】次に、プラズマＣＶＤにより厚さ約２００
ｎｍのシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜３５
を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、
画素部コンタクトホール３６及び端子部コンタクトホー
ル３７を開口する（図３（ｄ））。
【００５３】次に、スパッタにより厚さ約５０ｎｍのＩ
ＴＯまたはインジウム亜鉛酸化膜（ＩＺＯ）からなる透
明導電膜を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチング
により、画素電極２７及び端子部の接続電極３８を形成
する（図３（ｅ））。透明導電膜のエッチングはシュウ
酸を用いて行う。これにより、パッシベーション膜の欠
陥部や下地段差部での被覆不良部からエッチング液がし
み込んで、ソース、ドレイン電極や信号線のＡｌ－Ｎｄ
合金層を侵すことがなく、断線不良を低減できる。ま
た、透明導電膜がＩＴＯである場合、成膜は次のように
行う。一端真空に引いたスパッタ装置の成膜チャンバー
にアルゴン（Ａｒ）と酸素と同時に、水をその分圧が２
×１０-3ｐａ～５×１０-2ｐａになるように導入し、Ｄ
ＣマグネトロンスパッタによりＩＴＯを成膜する。この
とき基板加熱は行わず、常温で成膜する。これにより、
シュウ酸でのエッチングが可能になり、かつ透明導電膜
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と下層金属膜とのコンタクト抵抗の増大を抑制すること
ができる。この点については後述する。最後に、約２７
０℃の温度でアニールし、ＴＦＴ基板を完成する。
【００５４】以下、走査線と信号線のエッチング方法に
ついて詳細に説明する。先ず、高融点金属としてＣｒ又
はＣｒを主体とする合金を用いた場合について説明す
る。図９及び図１０は、高融点金属としてＣｒ又はＣｒ
を主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程
を示す図であり、図９は走査線を、図１０は信号線を形
成する工程を示す図である。
【００５５】まず、走査線の形成方法について図９を参
照して説明する。透明絶縁性基板３１上に積層されたＡ
ｌ－Ｎｄ合金層９１（Ｎｄ含有量０．０１％～１質量
％）及び高融点金属層（Ｃｒ層）９２上に、フォトレジ
スト９３を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト
９３を所定のパターンにパターニングし（図９
（ａ））、このフォトレジスト９３をマスクとしてＣｒ
層９２をウェットエッチングする（図９（ｂ））。エッ
チング液には、例えば、硝酸セリウム第２アンモニウム
と硝酸の混酸を用い、常温で行う。ウェットエッチング
の方法としては特に制限はなく、シャワー処理あるいは
ディップ処理により実施することができる。次いで、Ａ
ｌ－Ｎｄ合金層９１をドライエッチングする（図９
（ｃ））。エッチングガスとしては、塩素（Ｃｌ

2
）と

３塩化ホウ素（ＢＣｌ
3
）を用い、例えば、圧力１．３

ｐａ、Ｃｌ
2
流量６０ｓｃｃｍ、ＢＣｌ

3
流量２０ｓｃｃ

ｍ、電極間距離１５０ｍｍの条件で、ＲＩＥを行う。最
後に、フォトレジスト９３を剥離除去し、走査線９４
（１１）を形成した（図９（ｄ））。
【００５６】次に、信号線の形成方法について図１０を
参照して説明する。ゲート絶縁膜３３上に積層された高
融点金属層（Ｃｒ層）１０１、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２
及び高融点金属層（Ｃｒ層）１０３上に、フォトレジス
ト１０４を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト
１０４を所定のパターンにパターニングし（図１０
（ａ））、このフォトレジスト１０４をマスクとしてＣ
ｒ層１０３をウェットエッチングする（図１０
（ｂ））。ここで、フォトレジスト１０４の形状は、膜
厚や現像後のベーク時間を調整し、テーパー角を３０゜
～５５゜にする（後述する）。ウェットエッチングの方
法は前述と同じである。次いで、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０
２をウェットエッチングする（図１０（ｃ））。エッチ
ング液には、例えば、燐酸、硝酸、酢酸の混酸を用い、
４０℃～５０℃の温度で行う。ウェットエッチングの方
法としては特に制限はなく、シャワー処理あるいはディ
ップ処理により実施することができる。次いで、Ｃｒ層
１０１をドライエッチングする（図１０（ｄ））。エッ
チングガスとしては、Ｃｌ

2
とＯ

2
を用い、Ｏ

2
によりフ

ォトレジストをアッシングして後退させながらＣｒ層１
０３のひさし部及びＣｒ層１０１を同時にエッチングし
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た。エッチングのモードはＰＥ、ＲＩＥのどちらであっ
てもよい。フォトレジストのテーパー角を前述のように
制御したことにより、Ｏ

2
によるフォトレジストの後退

が容易に行われる。最後に、フォトレジスト１０４を剥
離除去し、信号線１０５（１２）を形成した（図１０
（ｅ））。
【００５７】次に、高融点金属としてＭｏ又はＭｏを主
体とする合金を用いた場合について説明する。図１１及
び図１２は、高融点金属としてＭｏ又はＭｏを主体とす
る合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図で
あり、図１１は走査線を、図１２は信号線を形成する工
程を示す図である。
【００５８】まず、走査線の形成方法について図１１を
参照して説明する。透明絶縁性基板３１上に積層された
Ａｌ－Ｎｄ合金層９１及び高融点金属層（Ｍｏ層）９２
上に、フォトレジスト９３を塗布し、露光、現像を行
い、フォトレジスト９３を所定のパターンにパターニン
グし（図１１（ａ））、このフォトレジスト９３をマス
クとしてＭｏ層９２及びＡｌ－Ｎｄ合金層９１をウェッ
トエッチングする（図１１（ｂ））。エッチング液に
は、燐酸、硝酸、酢酸の混酸を用い、４０℃～５０℃の
温度で行う。燐酸、硝酸、酢酸の組成は、Ｍｏのエッチ
ングレートがＡｌ－Ｎｄ合金のエッチングレートより速
くなるように調整する。例えば、質量％比で、それぞれ
７２：４．４～５．４：８又は７４：４．２～５．２：
６の組成が望ましい。ウェットエッチングの方法として
は、シャワー処理、ディップ処理のどちらでも可能だ
が、シャワー処理もしくはパドル処理又はディップ処理
とシャワー処理との組合せで行うことが望ましい。最後
に、フォトレジスト９３を剥離除去し、走査線９４（１
１）を形成した（図１１（ｃ））。
【００５９】次に、信号線の形成方法について図１２を
参照して説明する。ゲート絶縁膜３３上に積層された高
融点金属層（Ｍｏ層）１０１、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２
及び高融点金属層（Ｍｏ層）１０３上に、フォトレジス
ト１０４を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト
１０４を所定のパターンにパターニングし（図１２
（ａ））、このフォトレジスト１０４をマスクとしてＭ
ｏ層１０３、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２及びＭｏ層１０１
をウェットエッチングする（図１２（ｂ））。エッチン
グ液には、燐酸、硝酸、酢酸の混酸を用い、４０℃～５
０℃の温度で行う。燐酸、硝酸、酢酸の組成は、質量％
比で、それぞれ７２：４．４～５．４：８又は７４：
４．２～５．２：６の組成のものを用いる必要がある。
また、ウェットエッチングの方法としては、シャワー処
理もしくはパドル処理又はディップ処理とシャワー処理
との組合せで行うことが望ましい。走査線のような積層
膜のエッチングはプロセスマージンが広いが、信号線の
ような３層の積層膜のエッチングは下層のＭｏ層１０１
がサイドエッチングされやすく、Ｍｏ層１０１、１０
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３、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２の膜厚に応じて、エッチン
グ条件を最適化する必要がある。最後に、フォトレジス
ト１０４を剥離除去し、信号線１０５（１２）を形成し
た（図１２（ｃ））。
【００６０】次に、高融点金属としてＭｏ又はＭｏを主
体とする合金を用いた場合の他のエッチング態様につい
て説明する。この態様は、信号線の形成方法に関するも
のである。図１３は、高融点金属としてＭｏ又はＭｏを
主体とする合金を用いた場合のエッチング処理の工程を
示す図であり、信号線を形成する工程を示す図である。
【００６１】ゲート絶縁膜３３上に積層された高融点金
属層（Ｍｏ層）１０１、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２（Ｎｄ
含有量０．５～１質量％）及び高融点金属層（Ｍｏ層）
１０３上に、フォトレジスト１０４を塗布し、露光、現
像を行い、フォトレジスト１０４を所定のパターンにパ
ターニングし（図１３（ａ））、このフォトレジスト１
０４をマスクとしてＭｏ層１０３及びＡｌ－Ｎｄ合金層
１０２の途中までをウェットエッチングする。（図１３
（ｂ））。エッチング液には、燐酸、硝酸、酢酸の混酸
を用い、４０℃～５０℃の温度で行う。燐酸、硝酸、酢
酸の組成は、ＭｏのエッチングレートがＡｌ－Ｎｄ合金
のエッチングレートより速くなるように調整する。例え
ば、質量％比で、それぞれ７２：４．４～５．４：８又
は７４：４．２～５．２：６の組成が望ましい。ウェッ
トエッチングの方法としては、シャワー処理、ディップ
処理のどちらでも可能だが、シャワー処理もしくはパド
ル処理又はディップ処理とシャワー処理との組合せで行
うことが望ましい。次いで、残っているＡｌ－Ｎｄ合金
層１０２及びＭｏ層１０１をドライエッチングする（図
１３（ｃ））。Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２のエッチングガ
スとしては、Ｃｌ

2
とＢＣｌ

3
を用い、前述した条件で、

また、Ｍｏ層１０１のエッチングガスとしては、Ｃｌ
2

とＯ
2
を用い、２ステップでＲＩＥを行う。最後に、フ

ォトレジスト１０４を剥離除去し、信号線１０５（１
２）を形成した（図１３（ｄ））。
【００６２】次に、高融点金属としてＴｉ、ＴｉＮ、Ｔ
ａ、Ｎｂ、Ｗの何れか又はこれらの何れかを主体とする
合金を用いた場合について説明する。図１４及び図１５
は、高融点金属としてＴｉ、ＴｉＮ、Ｔａ、Ｎｂ、Ｗの
何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を用いた場
合のエッチング処理の工程を示す図であり、図１４は走
査線を、図１５は信号線を形成する工程を示す図であ
る。
【００６３】まず、走査線の形成方法について図１４を
参照して説明する。透明絶縁性基板３１上に積層された
Ａｌ－Ｎｄ合金層９１及び高融点金属層（Ｔｉ層又はＴ
ｉＮ層、Ｔａ層、Ｎｂ層、Ｗ層）９２上に、フォトレジ
スト９３を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト
９３を所定のパターンにパターニングし（図１４
（ａ））、このフォトレジスト９３をマスクとしてＴｉ
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層（又はＴｉＮ層、Ｔａ層、Ｎｂ層、Ｗ層）９２及びＡ
ｌ－Ｎｄ合金層９１をドライエッチングする（図１４
（ｂ））。ここで、Ａｌ－Ｎｄ合金のＮｄ含有量は、高
融点金属がＴｉ、Ｔａ、Ｎｂの場合、０．０１％～１質
量％であり、ＴｉＮ、Ｗの場合、０．５～１質量％であ
る。また、高融点金属がＴｉ（合金）、ＴｉＮ（合金）
の場合、エッチングガスとしては、Ｃｌ

2
とＢＣｌ

3
を用

い、例えば、前述した条件で、１ステップでＲＩＥを行
う。また、高融点金属がＴａ（合金）、Ｎｂ（合金）、
Ｗ（合金）の場合、高融点金属層９２のエッチングガス
としては、Ｃｌ

2
とＯ

2
又は４フッ化炭素（ＣＦ

4
）とＯ

2

を用い、また、Ａｌ－Ｎｄ合金層９１のエッチングガス
としては、Ｃｌ

2
とＢＣｌ

3
を用い、例えば、前述した条

件で、２ステップでＲＩＥを行う。なお、高融点金属が
Ｃｒ（合金）又はＭｏ（合金）の場合は、前述したウェ
ットエッチングを含むエッチング方法以外に、ここで示
したようなドライエッチングも可能である。この場合、
Ｃｒ（合金）、Ｍｏ（合金）のエッチングガスはＣｌ

2

とＯ
2
を用い、ＲＩＥを行えばよい。最後に、フォトレ

ジスト９３を剥離除去し、走査線９４（１１）を形成し
た（図１４（ｃ））。
【００６４】次に、信号線の形成方法について図１５を
参照して説明する。ゲート絶縁膜３３上に積層された高
融点金属層（Ｔｉ層又はＴｉＮ層、Ｔａ層、Ｎｂ層、Ｗ
層）１０１、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２及び高融点金属層
（Ｔｉ層又はＴｉＮ層、Ｔａ層、Ｎｂ層、Ｗ層）１０３
上に、フォトレジスト１０４を塗布し、露光、現像を行
い、フォトレジスト１０４を所定のパターンにパターニ
ングし（図１５（ａ））、このフォトレジスト１０４を
マスクとしてＴｉ層（又はＴｉＮ層、Ｔａ層、Ｎｂ層、
Ｗ層）１０３、Ａｌ－Ｎｄ合金層１０２及びＴｉ層（又
はＴｉＮ層、Ｔａ層、Ｎｂ層、Ｗ層）１０１をドライエ
ッチングする（図１５（ｂ））。ここで、Ａｌ－Ｎｄ合
金のＮｄ含有量は、高融点金属がＴｉ、Ｔａ、Ｎｂの場
合、０．０１％～１質量％であり、ＴｉＮ、Ｗの場合、
０．５～１質量％である。また、高融点金属がＴｉ（合
金）、ＴｉＮ（合金）の場合、エッチングガスとして
は、Ｃｌ

2
とＢＣｌ

3
を用い、例えば、前述した条件で、

１ステップでＲＩＥを行う。また、高融点金属がＴａ
（合金）、Ｎｂ（合金）、Ｗ（合金）の場合、高融点金
属層１０３、１０１のエッチングガスとしては、Ｃｌ

2

とＯ
2
又はＣＦ

4
とＯ

2
を用い、また、Ａｌ－Ｎｄ合金層

１０２のエッチングガスとしては、Ｃｌ
2
とＢＣｌ

3
を用

い、例えば、前述した条件で、３ステップでＲＩＥを行
う。尚、高融点金属がＣｒ（合金）又はＭｏ（合金）の
場合は、前述したウェットエッチングを含むエッチング
方法以外に、ここで示したようなドライエッチングも可
能である。この場合、Ｃｒ（合金）、Ｍｏ（合金）のエ
ッチングガスはＣｌ

2
とＯ

2
を用い、ＲＩＥを行えばよ

い。最後に、フォトレジスト１０４を剥離除去し、信号

20
線１０５（１２）を形成した（図１５（ｃ））。以上の
ようにエッチングを行うことにより、配線電極形状を順
テーパーないしは階段形状に制御することができる。
【００６５】次に、上記ＴＦＴ基板１０の上に、印刷に
より厚さ約５０ｎｍの配向膜３９を形成し、約２２０℃
の温度で焼成し、配向処理を行う。一方、透明絶縁性基
板４１上に、ＴＦＴ基板１０上の各画素領域に対応して
カラーフィルタ４２と、ＴＦＴ部を含む画素領域の周辺
部にブラックマトリクス４３とが形成され、その上にＩ
ＴＯ等の透明導電膜からなる共通電極４４が形成された
対向基板４０の上に、印刷により厚さ５０ｎｍの配向膜
３９を形成し、約２２０℃の温度で焼成し、配向処理を
行う。これらのＴＦＴ基板１０と対向基板４０とを、エ
ポキシ系樹脂接着剤からなるシール４５及びプラスチッ
ク粒子等からなる面内スペーサー（図示せず）を介し
て、各々の膜面が対向するようにして所定間隔に重ね合
わせる。その後、ＴＦＴ基板１０と対向基板４０との間
に液晶４６を注入し、液晶４６を注入したシール４５の
空間部（図示せず）をＵＶ硬化型アクリレート系樹脂か
らなる封孔材（図示せず）で密閉する。最後に、ＴＦＴ
基板１０と対向基板４０の膜面とは反対側の面に、それ
ぞれ偏向板４７を貼って、液晶表示パネルを完成する。
（図３（ｆ））
【００６６】この後、図示してないが、走査線端子１４
と信号線端子１５上に駆動回路に接続するテープキャリ
アパッケージ（ＴＣＰ）を圧接し、液晶表示装置を完成
する。
【００６７】前述の実施例では、５枚のマスクを用いて
ＴＦＴ基板を製造する場合について説明したが、本発明
の液晶表示装置の製造方法は、４枚のマスクを用いてＴ
ＦＴ基板を製造する場合にも適用可能である。本発明の
第２の実施形態の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板
の製造方法は、（１）透明絶縁性基板上にゲート電極及
び走査線を形成する工程、（２）ゲート絶縁膜、ソー
ス、ドレイン電極及び信号線、半導体層を形成する工
程、（３）パッシベーション膜、コンタクトホールを形
成する工程、（４）画素電極を形成する工程を有し、前
記ゲート電極及び走査線をＡｌ－Ｎｄ合金層と高融点金
属層との積層構造に形成し、前記ソース、ドレイン電極
及び信号線を高融点金属層とＡｌ－Ｎｄ合金層と高融点
金属層との３層構造に形成することを特徴とする。
【００６８】本発明の液晶表示装置において用いられる
ＴＦＴ基板の製造方法の第２の実施例は、図５に示すよ
うに、まず、厚さ０．７ｍｍの無アルカリガラスからな
る透明絶縁性基板３１上に、スパッタにより厚さ約２０
０ｎｍのＡｌ－Ｎｄ合金層２１１と厚さ約１００ｎｍの
高融点金属層２１２を成膜し、フォトリソグラフィーと
エッチングにより、ゲート電極２１、走査線（図示せ
ず）、蓄積容量電極（図示せず）、遮光層（図示せ
ず）、走査線端子部の下層金属膜３２を形成する（図５
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（ａ））。ここで、高融点金属の種類とＡｌ－Ｎｄ合金
のＮｄ含有量については、第１の実施例と全く同様であ
る。エッチングの方法についても前述した通りである。
【００６９】次に、プラズマＣＶＤにより厚さ約４００
ｎｍのシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜３３と厚さ
約２００ｎｍのアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）層２
２１と厚さ約３０ｎｍのリンをドープしたＮ型アモルフ
ァスシリコン（ｎ+ａ－Ｓｉ）層２２２とを順次成膜
し、さらに、スパッタにより厚さ約５０ｎｍの高融点金
属層２３１と厚さ２００ｎｍのＡｌ－Ｎｄ合金層２３２
と厚さ約１００ｎｍの高融点金属層２３３を順次成膜
し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、ソース
電極２３、ドレイン電極２４、信号線１２、信号線端子
部の下層金属膜３４と半導体層２２を形成する（図５
（ｂ））。ここで、高融点金属とＡｌ－Ｎｄ合金のＮｄ
含有量については、前述した通りである。
【００７０】本実施例では、第１の実施例と異なり、ソ
ース、ドレイン電極と半導体層の形成を１工程で行う。
この方法を図６を用いて説明する。図６は、図５（ｂ）
の工程を説明する断面図である。ゲート絶縁膜３３、ａ
－Ｓｉ層２２１及びｎ+ａ－Ｓｉ層２２２からなる３層
膜上に積層された高融点金属層２３１、Ａｌ－Ｎｄ合金
層２３２及び高融点金属層２３３上に、フォトレジスト
を塗布し、露光、現像を行い、フォトレジスト６１を所
定のパターンで階段形状にパターニングする。このと
き、露光はハーフトーンマスク又はグレートーンマスク
を用い、フォトレジスト６１は、ソース、ドレイン電極
となる部分でチャネル領域に面する領域上だけ厚く形成
し、ソース、ドレイン電極となる部分でその他の領域、
信号線及び信号線端子部の下層金属膜上には薄く形成す
る。（図６（ａ））。次に、このフォトレジスト６１を
マスクとして高融点金属層２３１、Ａｌ－Ｎｄ合金層２
３２及び高融点金属層２３３をエッチングする（図６
（ｂ））。エッチングの方法については前述した通りで
ある。次に、酸素プラズマ処理を行い、フォトレジスト
６１を全体的にアッシングして、上記の薄い部分を除去
する（図６（ｃ））。次に、Ｎメチル２ピロリドン（Ｎ
ＭＰ）のような有機溶剤の蒸気で残ったフォトレジスト
６２をリフローした後、このフォトレジスト６３とソー
ス、ドレイン電極、信号線及び信号線端子部の下層金属
膜をマスクにして、ｎ+ａ－Ｓｉ層２２２及びａ－Ｓｉ
層２２１をエッチングする（図６（ｄ））。エッチング
の方法は、例えば、ＳＦ

6
とＨｅやＳＦ

6
とＣｌ

2
、Ｈ

2
の

混合ガス等、フッ素系ガス又はフッ素系ガスと塩酸（Ｈ
Ｃｌ）を除く塩素系ガスにより行われる。このエッチン
グはＲＩＥで行なわれる。最後にフォトレジスト６３を
剥離除去した後、ソース電極２３とドレイン電極２４と
の間のｎ+ａ－Ｓｉ層２２２をエッチングして除去し
て、ソース電極２３、ドレイン電極２４、信号線１２及
び信号線端子部の下層金属膜３４を形成する（図６
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（ｅ））。チャネル部分のｎ+ａ－Ｓｉ層のエッチング
の方法については、第１の実施例と同様である。ｎ+ａ
－Ｓｉ層及びａ－Ｓｉ層のエッチングにＨＣｌを用いな
いことにより、Ａｌ－Ｎｄ合金のコロージョンを防止す
ることができる。
【００７１】次に、プラズマＣＶＤにより厚さ約２００
ｎｍのシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜３５
を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、
画素部コンタクトホール３６及び端子部コンタクトホー
ル３７を開口する（図５（ｃ））。
【００７２】次に、スパッタにより厚さ約５０ｎｍのＩ
ＴＯまたはＩＺＯからなる透明導電膜を成膜し、フォト
リソグラフィーとエッチングにより、画素電極２７及び
端子部の接続電極３８を形成する（図５（ｄ））。透明
導電膜のエッチングについては、第１の実施例と同様で
ある。また、透明導電膜がＩＴＯである場合の成膜の方
法についても、第１の実施例と同様である。最後に、約
２７０℃の温度でアニールし、ＴＦＴ基板を完成する。
【００７３】この後、第１の実施例と同様にして、液晶
表示装置を完成する。
【００７４】前述の２つの実施例では、５枚又は４枚の
マスクを用いた逆スタガチヤネルエッチ型ＴＦＴ基板を
製造する場合について説明したが、本発明の液晶表示装
置の製造方法は、逆スタガチヤネル保護型ＴＦＴ基板を
製造する場合にも適用可能である。本発明の第３の実施
形態の液晶表示装置に用いられるＴＦＴ基板の製造方法
は、（１）透明絶縁性基板上にゲート電極及び走査線を
形成する工程、（２）ゲート絶縁膜、ａ－Ｓｉ層、チャ
ネル保護膜を形成する工程、（３）ソース、ドレイン電
極及び信号線、半導体層を形成する工程、（４）パッシ
ベーション膜、コンタクトホールを形成する工程、
（５）画素電極を形成する工程を有し、前記ゲート電極
及び走査線をＡｌ－Ｎｄ合金層と高融点金属層との積層
構造に形成し、前記ソース、ドレイン電極及び信号線を
高融点金属層とＡｌ－Ｎｄ合金層と高融点金属層との３
層構造に形成することを特徴とする。
【００７５】本発明の液晶表示装置において用いられる
ＴＦＴ基板の製造方法の第３の実施例は、図８に示すよ
うに、まず、厚さ０．７ｍｍの無アルカリガラスからな
る透明絶縁性基板３１上に、スパッタにより厚さ約２０
０ｎｍのＡｌ－Ｎｄ合金層２１１と厚さ約１００ｎｍの
高融点金属層２１２を成膜し、フォトリソグラフィーと
エッチングにより、ゲート電極２１、走査線（図示せ
ず）、蓄積容量電極（図示せず）、遮光層（図示せ
ず）、走査線端子部の下層金属膜３２を形成する（図８
（ａ））。ここで、高融点金属の種類とＡｌ－Ｎｄ合金
のＮｄ含有量については、第１の実施例と全く同様であ
る。エッチングの方法についても前述した通りである。
【００７６】次に、プラズマＣＶＤにより厚さ約４００
ｎｍのシリコン窒化膜からなるゲート絶縁膜３３と厚さ
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約８０ｎｍのアモルファスシリコン（ａ－Ｓｉ）層２２
１と厚さ約１００ｎｍのシリコン窒化膜とを順次成膜
し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、ゲート
電極２１に対向して、チャネル保護膜７１を形成する。
（図８（ｂ））
【００７７】次に、プラズマＣＶＤにより厚さ約３０ｎ
ｍのリンをドープしたＮ型アモルファスシリコン（ｎ+
ａ－Ｓｉ）層２２２と、さらに、スパッタにより厚さ約
５０ｎｍの高融点金属層２３１と厚さ２００ｎｍのＡｌ
－Ｎｄ合金層２３２と厚さ約１００ｎｍの高融点金属層
２３３とを順次成膜し、フォトリソグラフィーとエッチ
ングにより、ソース電極２３、ドレイン電極２４、信号
線１２、信号線端子部の下層金属膜３４と半導体層２２
を形成する（図８（ｃ））。ここで、高融点金属とＡｌ
－Ｎｄ合金のＮｄ含有量については、前述した通りであ
る。また、半導体層２２のエッチングの方法は、第２の
実施例と同様である。
【００７８】次に、プラズマＣＶＤにより厚さ約２００
ｎｍのシリコン窒化膜からなるパッシベーション膜３５
を成膜し、フォトリソグラフィーとエッチングにより、
画素部コンタクトホール３６及び端子部コンタクトホー
ル３７を開口する（図８（ｄ））。
【００７９】次に、スパッタにより厚さ約５０ｎｍのＩ
ＴＯまたＩＺＯからなる透明導電膜を成膜し、フォトリ
ソグラフィーとエッチングにより、画素電極２７及び端
子部の接続電極３８を形成する（図８（ｅ））。透明導
電膜のエッチングについては、第１の実施例と同様であ
る。また、透明導電膜がＩＴＯである場合の成膜の方法
についても、第１の実施例と同様である。最後に、約２
７０℃の温度でアニールし、ＴＦＴ基板を完成する。
【００８０】この後、第１の実施例と同様にして、液晶
表示装置を完成する。
【００８１】次に、本発明の根拠になるデータについて
説明する。図１６は、線幅６μｍ時のフォトレジストの
テーパー角と現像後ベーク時間（温度１４５℃）との関
係をグラフで示した一例である。フォトレジストの膜厚
に応じ、現像後ベーク時間を約１２０秒以上にすれば、
ほぼ一定のテーパー角が得られるようになり、膜厚が
１．０μｍのときは約３３゜、膜厚が１．５μｍのとき
は約５３゜となる。テーパー角が小さいほど、ＣｒとＡ
ｌ－Ｎｄ合金とＣｒの３層の積層膜のエッチング時に、
図１０（ｃ）～図１０（ｄ）の工程において、フォトレ
ジストの後退が容易になり、エッチング形状の制御が容
易になる。配線幅が狭くなるにつれ、フォトレジストの
テーバー角が大きくなり、エッチング時にフォトレジス
トが後退しにくくなるため、エッチング形状の制御が困
難になる。特に配線幅が６μｍより狭くなると、テーパ
ー角を３０゜～３５゜程度に制御する必要がある。この
ためフォトレジストの膜厚を１．０μｍ程度にする必要
がある。例えば、配線幅が１６μｍでは、フォトレジス

24
トの膜厚を１．５μｍにしても、テーパー角は３５゜程
度になり、エッチング形状の制御は容易である。従っ
て、フォトレジストのテーパー角は３０゜～５５゜が望
ましく、さらに望ましくは、３０゜～３５゜にするのが
よい。
【００８２】図１７は、Ａｌ－Ｎｄ合金上に高融点金属
を積層した場合のＮｄ含有量とヒロック、比抵抗、ドラ
イエッチ残渣の関係を表で示したものである。図１７
中、ヒロック及び残渣の発生についての評価は以下の通
りである。
○：ヒロックは発生しない。
×：ヒロックが発生する。
また、エッチング時の残渣についての評価は以下の通り
である。
○：残渣が発生しない。
△：残渣がわずかに発生する。
×：残渣が多く発生する。
【００８３】ここで、Ａｌ－Ｎｄ合金の膜厚は２５０ｎ
ｍ、高融点金属の膜厚は１００ｎｍ、アニール温度は２
７０℃３０分である。高融点金属がＣｒ、Ｔｉ、Ｔａ、
Ｎｂの場合は、Ｎｄ含有量が０．０１質量％以上であれ
ば、ヒロックは発生せず、また、高融点金属がＭｏ、
Ｗ、ＴｉＮの場合は、Ｎｄ含有量が０．５質量％以上で
あれば、ヒロックは発生しないことがわかった。一方、
ドライエッチング時の残渣は、前述したエッチング条件
で、０．０１質量％～０．１質量％の範囲では発生はな
いが、０．５質量％～１．０質量％では残渣が僅かに発
生した（問題とならないレベル）。しかし、２質量％で
は残渣が多く発生した。従って、高融点金属がＣｒ、Ｔ
ｉ、Ｔａ、Ｎｂの場合は、Ａｌ－Ｎｄ合金のＮｄ含有量
は０．０１質量％～１．０質量％が望ましく、さらに望
ましくは、０．０１質量％～０．１質量％であればよ
い。また、高融点金属がＭｏ、Ｗ、ＴｉＮの場合は、Ａ
ｌ－Ｎｄ合金のＮｄ含有量は０．５質量％～１．０質量
％が望ましい。
【００８４】図１８は、ＭｏとＡｌ－Ｎｄ合金とＭｏの
３層の積層膜のエッチング（図１２参照）において、燐
酸と酢酸を質量％比で７２：８と７４：６に固定した場
合に、硝酸の濃度を変化させたときのエッチング形状の
良否を表で示したものである。図１８中、エッチング形
状についての評価は以下の通りである。
○：下層のＭｏにサイドエッチが入らない。
×：下層のＭｏにサイドエッチが入る。
燐酸：酢酸＝７２：８のときは、硝酸が４．４質量％～
５．４質量％の範囲で、また、燐酸：酢酸＝７４：６の
ときは、硝酸が４．２質量％～５．２質量％の範囲で、
安定的に下層のＭｏにサイドエッチが入らない良好なエ
ッチング形状が得られた。ここで、燐酸と酢酸の濃度を
固定したのは、ＭｏのエッチレートがＡｌ－Ｎｄ合金の
エッチレートの約２倍程度になる組成を選択したからで
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ある。エッチング時にＭｏとＡｌ－Ｎｄ合金の間に電極
電位差に起因する電池が働くため、Ｍｏのエッチレート
とＡｌ－Ｎｄ合金のエッチレートがほぼ等しい領域で
は、Ａｌ－Ｎｄ合金層が大きくサイドエッチされること
を確認した。従って、上記のエッチレートの関係になる
領域で、硝酸の濃度を混合上限値から少なくしていき、
エッチング形状が良好になる組成を見出した。（硝酸濃
度の混合上限値は燐酸：酢酸＝７２：８のとき５．５質
量％、燐酸：酢酸＝７４：６のときは５．３質量％であ
る。）
【００８５】図１９は、ＩＴＯスバッタ時のＨ

2
Ｏ分圧

とＩＴＯと下層金属膜間のコンタクト抵抗、シュウ酸に
よるＩＴＯウェットエッチ時の残渣の関係を表で示した
ものである。ここでは、下層金属膜がＣｒの場合の値で
ある。図１９中、コンタクト抵抗についての評価は以下
の通りである。
○：コンタクト抵抗値はＨ

２
Ｏを導入しない場合と同様

である。
△：コンタクト抵抗値はＨ

２
Ｏを導入しない場合より少

し高い。
×：コンタクト抵抗値はＨ

２
Ｏを導入しない場合より非

常に高い。
エッチング時の残渣についての評価は図１７と同様であ
る。Ｈ

2
Ｏ分圧が２×１０-3ｐａ以下では、コンタクト

抵抗値はＨ
2
Ｏを導入しない場合と同等であるが、Ｈ

2
Ｏ

分圧が２×１０-3ｐａを超えると、徐々に上昇し、５×
１０-2ｐａを超えると急激に上昇することを確認した。
Ｈ

2
Ｏ分圧が７×１０-2ｐａでは、コンタクト抵抗値は

２桁程度上昇する。一方、シュウ酸によるＩＴＯウェッ
トエッチ時の残渣は、Ｈ

2
Ｏ分圧が２×１０-3ｐａ以上

では問題ないが、Ｈ
2
Ｏ分圧が６×１０-4ｐａでは、残

渣が発生することを確認した。従って、ＩＴＯスバッタ
時のＨ

2
Ｏ分圧は、２×１０-3ｐａ～５×１０-2ｐａの

範囲内に制御することが望ましい。
【００８６】以上のように、画素電極がパッシベーショ
ン膜上にある逆スタガ構造のＴＦＴ基板において、走査
線と信号線にＡｌ－Ｎｄ合金と高融点金属の積層膜を用
い、高融点金属の種類に応じてＮｄ含有量を最適値に調
整することにより、ヒロックを抑制することができると
共に、前述したエッチング方法を採用することにより、
配線形状を順テーパー形状又は階段形状に制御すること
ができる。また、前述した透明導電膜の成膜及びエッチ
ング方法、チャネル部のｎ+ａ－Ｓｉ及び半導体層のエ
ッチング方法を採用することにより、信号線の断線やコ
ロージョンを抑制することができる。
【００８７】尚、前述した実施例ではツイスティドネマ
ティック（ＴＮ）型の液晶表示装置に適用した例を示し
たが、本発明はインプレインスイッチング（ＩＰＳ）型
の液晶表示装置に適用できることは言うまでもない。Ｉ
ＰＳ型液晶表示装置では、通常画素電極は金属膜で形成*
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*されるが、実施例に示したようなＴＦＴ基板では、端子
部の接続電極や、共通配線の結束、保護トランジスタ部
のゲート層とドレイン層との層変換のためにパッシベー
ション膜上の透明導電膜を使用するため、製造工程フロ
ーとしては、ＴＮ型もＩＰＳ型も全く同じになるためで
ある。また、ＩＰＳ型の液晶表示装置でも、開口率向上
のため、パッシベーション膜上に透明導電膜で画素電極
と共通電極を形成する技術があり、本発明は、このよう
な液晶表示装置にも適用できることは明白である。ま
た、前述した実施例ではａ－ＳｉＴＦＴの例を示した
が、ポリシリコン（ｐ－Ｓｉ）ＴＦＴにも適用できるこ
とは言うまでもない。
【００８８】
【発明の効果】以上詳述した通り、本発明によれば、Ｔ
ＦＴ基板の配線形状の制御が容易で、エッチング残渣や
ヒロックの発生を抑制でき、また、信号線の断線やコロ
ージョンの発生を低減できる低抵抗配線及び短縮プロセ
スを用いたＴＦＴ基板を容易に製造することができると
同時に、透明導電膜と下層の金属膜とのコンタクト抵抗
の増大を抑制でき、製品の歩留、信頼性を向上すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の液晶表示装置に使用するＴＦＴ基板
の構成を示す概念図である。
【図２】  本発明の第１の実施形態の液晶表示装置に使
用するＴＦＴ基板の１画素部及び走査線端子部、信号線
端子部の平面図である。
【図３】  本発明の第１の実施形態の液晶表示装置に使
用するＴＦＴ基板の製造工程を図示したものであり、図
２のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線に沿って切って図
示した断面図である。
【図４】  本発明の第２の実施形態の液晶表示装置に使
用するＴＦＴ基板の１画素部及び走査線端子部、信号線
端子部の平面図である。
【図５】  本発明の第２の実施形態の液晶表示装置に使
用するＴＦＴ基板の製造工程を図示したものであり、図
４のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線に沿って切って図
示した断面図である。
【図６】  図５（ｂ）の工程を説明する断面図である。
【図７】  本発明の第３の実施形態の液晶表示装置に使
用するＴＦＴ基板の１画素部及び走査線端子部、信号線
端子部の平面図である。
【図８】  本発明の第３の実施形態の液晶表示装置に使
用するＴＦＴ基板の製造工程を図示したものであり、図
７のＡ－Ａ線、Ｂ－Ｂ線及びＣ－Ｃ線に沿って切って図
示した断面図である。
【図９】  高融点金属としてＣｒ又はＣｒを主体とする
合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であ
り、走査線を形成する工程を示す図である。
【図１０】高融点金属としてＣｒ又はＣｒを主体とする
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合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であ
り、信号線を形成する工程を示す図である。
【図１１】高融点金属としてＭｏ又はＭｏを主体とする
合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であ
り、走査線を形成する工程を示す図である。
【図１２】高融点金属としてＭｏ又はＭｏを主体とする
合金を用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であ
り、信号線を形成する工程を示す図である。
【図１３】高融点金属としてＭｏ又はＭｏを主体とする
合金を用いた場合の他の態様のエッチング処理の工程を
示す図であり、信号線を形成する工程を示す図である。
【図１４】高融点金属としてＴｉ、ＴｉＮ、Ｔａ、Ｎ
ｂ、Ｗの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を
用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、走
査線を形成する工程を示す図である。
【図１５】高融点金属としてＴｉ、ＴｉＮ、Ｔａ、Ｎ
ｂ、Ｗの何れか又はこれらの何れかを主体とする合金を
用いた場合のエッチング処理の工程を示す図であり、信
号線を形成する工程を示す図である。
【図１６】線幅６μｍ時のフォトレジストのテーパー角
と現像後ベーク時間の関係をグラフで示した図の一例で
ある。
【図１７】Ａｌ－Ｎｄ合金上に高融点金属を積層した場
合のＮｄ含有量とヒロック、比抵抗、ドライエッチ残渣
の関係を表で示した図である。
【図１８】ＭｏとＡｌ－Ｎｄ合金とＭｏの３層の積層膜
のエッチングにおいて、燐酸と酢酸を質量％比で７２：
８と７４：６に固定した場合に、硝酸の濃度を変化させ
たときのエッチング形状の良否を表で示した図である。
【図１９】ＩＴＯスバッタ時のＨ

2
Ｏ分圧とＩＴＯと下

層金属膜間のコンタクト抵抗、シュウ酸によるＩＴＯウ
ェットエッチ時の残渣の関係を表で示した図である。
【符号の説明】
１０  ＴＦＴ基板
１１  走査線
１２  信号線
１３  ＴＦＴ
１４  走査線端子
１５  信号線端子
２１  ゲート電極
２２  半導体層
２３  ソース電極 *
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*２４  ドレイン電極
２５  蓄積容量電極
２６  遮光層
２７  画素電極
３１  透明絶縁性基板
３２  走査線端子部の下層金属膜
３３  ゲート絶縁膜
３４  信号線端子部の下層金属膜
３５  パッシベーション膜
３６  画素部コンタクトホール
３７  端子部コンタクトホール
３８  接続電極
２１１  アルミニウム－ネオジム層
２１２  高融点金属層
２２１  アモルファスシリコン層
２２２  Ｎ型アモルファスシリコン層
２３１  高融点金属層
２３２  アルミニウム－ネオジム層
２３３  高融点金属層
３９  配向膜
４０  対向基板
４１  透明絶縁性基板
４２  カラーフィルタ
４３  ブラックマトリクス
４４  共通電極
４５  シール
４６  液晶
４７  偏向板
６１  フォトレジスト
６２  フォトレジスト
６３  フォトレジスト
７１  チャネル保護膜
９１  アルミニウム－ネオジム層
９２  高融点金属層
９３  フォトレジスト
９４  走査線
１０１  高融点金属層
１０２  アルミニウム－ネオジム層
１０３  高融点金属層
１０４  フォトレジスト
１０５  信号線

【図１９】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种液晶显示装置，其中在制造期间在布线中不出现
小丘并且可以容易地控制蚀刻形状。 本发明的液晶显示装置包括：在基
板上以矩阵状排列的扫描线，信号线，与扫描线和信号线连接的薄膜晶
体管，以及与该薄膜晶体管连接的像素电极。 在液晶显示装置中，扫描
线从下层起具有铝-钕合金层和难熔金属层的层叠结构，信号线从下层起
具有难熔金属层，铝-钕合金层和难熔金属层。 钕含量根据难熔金属的种
类进行调节。


